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Ni

Substrate : 4H-SiC (Si face)

Ti / Al
p+ layer 1~9 x 1019 cm-3p+ layer 1~9 x 1019 cm-3

n+ layer 1~2 x 1019 cm-3n+ layer 1~2 x 1019 cm-3

4 mm

3 μ m

6~7 μ m

5 mm

MESA-JTE

SiCﾀﾞｲｵｰﾄﾞの断面構造

MESA edge1 mm
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　メサJTEによりpn接合面全体で均一な降伏電流分布を実現　　
 　　　　　　　　　　　　 2

SiCﾀﾞｲｵｰﾄﾞのチップ写真
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　少欠陥による大面積化と急峻なｐｎ接合による小温度依存を実現　
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pn 接合界面からの距離 (nm)

急峻な濃度変化のｐｎ接合

温度依存の小さな降伏電圧低欠陥密度による大面積チップ

1 mm

低欠陥密度のエピ成長層表面

4 mm
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高耐熱大容量SiCツェナーダイオードを実現
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高耐熱　モジュール

２１V　x　３００A　＝　６３００

モジュール内ツェナーダイオード
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関西電力開発１００ｋVA級オールSiCインバータの動作波形
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オールSiCインバータの出力容量の推移

> 25x

３倍／年の割合で大容量化を推進
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
  This figure shows the progress of the output powers of reported three phase full SiC inverters.

  We have increased the output at the rate of 3 times per year.

 

 The output power of 184kVA is the largest one, and more than 25 times as large as those of SiC inverters which were reported by other institutes previously.
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